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V-LEDは白色光源や殺菌・医療等の応用に向けて現在
研究が盛んに行われている．これまでに我々はSiNを
活性層構造中に挿入することでUV-LEDの出力が向上
することを報告した[1]．今回,より高いAl組成を有する
AlInGaN系UV-LEDについて，発光出力に対するSiN
挿入効果を検討したので報告する．

MOCVD法によりサファイア（0001）基板上にGaNを成
長したのち，AlN/AlGaN歪緩衝層，AlGaN，n-AlGaN，
AlInGaN/AlGaN 多重量子井戸，p-AlGaNの順に成長
を行いUV-LEDを作製した．SiNはGaN上およびAlIn-
GaN井戸層の各層に挿入するか、井戸層のみに挿入
した．

Fig.1に作製したLEDのELスペクトルを示す．①はSiN
をAlInGaN井戸層中に挿入したLED，②はSiNを含ま
ないこと以外は①と同条件で作製したLEDである．
①および②の発光波長はそれぞれ341nm，342nmであ
った．①のピーク強度は②の約2.5倍となり，井戸層
中にSiNを挿入することによりLEDの発光強度が向上
することを確認した．これはSiNがAlInGaN井戸層内
のIn組成不均一を増大させたことによる効果と考え
られる．

SiNを用いたAlInGaN系紫外LED 
高出力化の検討
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1  LED with SiN in MQWs

2  LED without SiN
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Fig.1  EL spectrum of UV-LED
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